107 Correlacidn entre resistencia eléctrica y textura cristalina en peliculas
delgadas de cobre.
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Se presenta un estudio de la resistencia
eléctrica, la microestructura y la textura cris-
talina de peliculas delgadas de cobre, de es-
pesores entre 20 y 80 nandmetros, deposita-
das mediante deposicion fisica en fase vapor
sobre sustratos de silicio monocristalino. En
este rango de espesores se observa que la
microestructura influye fuertemente en las
propiedades de conduccién eléctrica del ma-
terial. Debido a que las propiedades microes-
tructurales pueden ser controladas mediante
la variacidn de los parametros durante la fa-
bricacion de las muestras, es posible optimi-
zar sus propiedades eléctricas.

Las peliculas de cobre se fabricaron en
condiciones de alto vacio. La temperatura del
sustrato se midi6 antes y después de la depo-
sicion, siendo 20°C y 100°C respectivamente.
Se evalué la oxidacion de la superficie de las
peliculas debido a su exposicion al aire me-
diante XPS. Se caracteriz6 la topografia y la
morfologia de las estructuras granulares que
conforman las muestras mediante AFM vy
SEM.

El estudio microestructural y de textura
cristalina se realiz6 mediante XRD. Se evi-
dencié que las peliculas poseen textura tipo
fibra con orientacion (111)[001] [1]. Se cuan-
tificd la textura cristalina mediante el factor
de textura, f. Se observo una distribucion de
las orientaciones en torno a la direccion pre-
ferencial, lo cual se representa semicuantita-
tivamente mediante el ancho a media altura
de la distribucion Aw.

Finalmente se midié la resistencia de
superficie, Rs, de las peliculas mediante el

método de cuatro puntas. Estos resultados se
contrastaron con la textura cristalina obser-
vandose una correlacién entre estos parame-
tros, como se muestra en la Fig. 1 [2]. Se
presentan posibles “modelos” que explican la
correlacion entre estas propiedades.
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Fig. 1 Aw,fy Rs normalizados en funcion del espesor
de peliculas de cobre depositadas sobre sustratos de
SiO,/Si con una tasa de deposicion de 1 nm/min. La
incerteza global es menor al 5%.
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